Solution for researching

Benutzerdefinierter Ptfe-Reinigungskorb Fur Halbleiterwafer -

Korrosionsbestandig, Geringer Untergrund, Laborgestell
Artikelnummer: PL-CP267

Einfuhrung

Erreichen Sie hdchste Reinheit in der
Halbleiterfertigung mit unseren mafgefertigten
PTFE-Reinigungskoérben. Konstruiert flir extreme
chemische Bestandigkeit und geringe
Untergrundstérungen, sorgen diese langlebigen

Gestelle fUr eine effiziente Waferverarbeitung,

schnelle Entwasserung und zuverlassige
Leistung in kritischen Reinraumlaboren.

Mehr erfahren

RCA-Reinigungsprozess

Piranha-Atzen

Flusssaure-Bad

Nach-CMP-Spiilung

Fotolithografie-Entwicklung

Vorbereitung der
Spurenanalyse

GaAs-Wafer-Verarbeitung

Ultraschallreinigung

Modellkennung
Primares Material

Fertigungsverfahren

Chemische Bestandigkeit

Temperaturbereich

Oberflachenfinish

Konfigurationsoptionen

Verwendet wahrend SC-1- und SC-2-Sequenzen, um organische
Riickstande und metallische Verunreinigungen von Siliziumwafern zu
entfernen.

Handhabung von Wafern in einer Mischung aus Schwefelsaure und
Wasserstoffperoxid zur Entfernung von Fotolack.

Entfernen von nativen Oxidschichten von Siliziumsubstraten unter
Verwendung von konzentrierten oder gepufferten HF-Lésungen.

Reinigen von Wafern nach chemisch-mechanischem Polieren (CMP), um
Schlickerpartikel und Chemikalien zu entfernen.

Unterstiitzung von Substraten wahrend der Entwicklung und des
Strippen von Fotolackschichten.

Reinigen von Laborgeraten und Behaltern, die in ICP-MS und anderen
hochsensiblen Analysentechniken verwendet werden.

Handhabung von Verbindungshalbleiter-Wafern durch spezialisierte Atz-
und Spulzyklen.

Funktioniert als untergetauchter Tréger wahrend hochfrequenter
akustischer Reinigungszyklen.

Spezifikationsdetails fiir PL-CP267

PL-CP267
Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen)
100 % prazisions-CNC-gefrast (keine Spritzgussriickstande)

Volle Bestandigkeit gegen HF, H2S04, HNO3, HCI, KOH und organische
Lésungsmittel

-200 °C bis +260 °C (-328 °F bis +500 °F)

Glattes, niedrigpordses Finish zur Minimierung des Einfangens von
Partikeln

Vollstandig anpassbar (WafergroRe, Schlitzbreite, Schlitzteilung,
Griffdesign)
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Verhindert Rekontamination durch die ultrareine, Materialoberflache
mit geringer Auswaschung.

AuBergewdhnliche Bestandigkeit gegen aggressive oxidative
Umgebungen ohne strukturellen Abbau.

Vollstandige Immunitat gegen HF-Angriff, gewahrleistet langfristigen
Gerateschutz und Prozessreinheit.

Schnelle Entwasserung und Antihaft-Eigenschaften verhindern, dass
Schlickerpartikel am Korb haften bleiben.

Hohe Dimensionsstabilitat sorgt fiir prézise Ausrichtung und
Handhabung wahrend kritischer Lithografieschritte.

Extrem niedrige Untergrundwerte gewahrleisten die hochste
Genauigkeit bei der Erkennung von metallischen

Spurenverunreinigungen.

Schonende Stitzstrukturen verhindern Bruch von sproden
Verbindungshalbleiter-Materialien.

Ubertragt Ultraschallenergie effizient und schiitzt Wafer vor
mechanischem Kontakt mit dem Tank.
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Beschreibung Hauptvorteil

Geeignet fur 2", 3", 4", 6", 8" und 12" Wafer oder kundenspezifische
Abmessungen

Wafer-Kompatibilitat

. . V-férmige oder U-férmige Schlitzprofile verfiigbar fiir optimierten

Entwasserungsdesign P .
FlUssigkeitsablauf

Speziell verarbeitet flir Anforderungen an metallische Verunreinigungen

Untergrundwerte
9 im Sub-ppb-Bereich
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